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(54) Zpisob vyroby vykonovych velkoplosSnych

polovodidovych struktur

ReSeni piindsi sniZeni vyrobnich né-
kladt, kterého se dosahuje tim, Ze do
kPemikové desky se nadifunduje fosfor pii
teplotd 1230 az 1250 °C po dobu 0,5 aZ
2 hod. V nékteré z dalSich operaci se pro-
vede slitinovy spoj struktury s molybde-
novou nebo wolframovou dilatadni elekiro-
dou pomoci hlinikové f6lie nebo £8lie ze
slitiny hlinik-k¥emik tloustky 40 aZ 90 um
pfi teploté 650 aZi 850 °C ve vakuu nebo

. ochranné atmosféie.
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Vynilez se tykd vyroby vykonovych velkoplosnych polovodie
govych struktur, obsshujicich alespon jeden vysckonapéfovy PN
pY¥echod, '

Vzhledem k rostoucim pot¥ebdm vykonovych polovodidovych
souddstek vzristd pot¥eba zvysSovat ekonomidnost vyroby souddstek
pFedeviim s nizZsi drowni parametrld, Jsou vyvijeny technologické
postupy s minimdlni pracnosti, s malym podtem vysokoteplotnich
operaci, s vyloudenim nebo zmenSenim podtu maskovacich operaci
z davodu udspory casu, energie a technologickych za¥izeni,

PFi vfrobd vfkonovfch diod, tyristord a tranzistort se vychée
zi 2z monokrystalické kiemikové desky typu N, nadeZ v dal3ich ope=
racich se vytvori NP nebo PNP struktura, Ndsleduje vytvoFeni
N*NP struktury pro diody nebo N*PNP struktury pro tyristory.
Vzhledem k tomu, Ze NV vrestva /pfipadné plodné roz&lendnd/ je
pouze na jedné strand k¥emikové desky, je nutné pred difuzi §*
maskovat druhou stranu vrstvou oxidu standartnim fotolitografice
kym postupem, PFipadné je mo3né oboustrann¥ nadifundovanou NV
vrstvu jednostranné oleptat, pridemZ je nutné druhou stranu pFee
kryt alespon fotorezistem, Oba zplsoby jsou znadn& pracné.

Tuto nevjhodu odstranuje zpisob vyroby vikonovich velkoplode
nych polovodifovych struktur podle vyndlezu, jehoZ podstatou je,
Ze do kFemikové vrstvy se nadifunduje fosfor pFi teploté 1230 a2
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1250°% ¢ po dobu 0,5 a% 2 hod., nadef v ndkteré z dal3ich ope-
raci se provede slitinovy spoj struktury s molybdenovou nebo
wolframovou dilatedni elektrodou pomoci hlinikové folie nebo
folie ze slitiny hlinfk-k¥emik tlouéﬁiy 40 aZ 90 Aun pri teploe
$% 650 a¥ 850° C ve vekuu nebo ochranné atmosfé¥e,

Postupem dle vynilezu se rozpusti na pFitavovené ploSe k¥emi-
kové desky vrstva Nt do taveniny a p¥i chladnuti slitiny se
vytvoFi rekrystalovand vrstve obohacend hlinikem, tedy vodivosti
typu P.

VyuZitim zpisobu vyroby vykonovych velkoploSnych polovodie
dovych struktur podle vyndlezu u diodovych, tyristorovych &
tranzistorovych systémi se dosdhne sniZeni vyrobni ndkladd,

Priklad

V diodovém systému se provede difuze fosforu po dobu jedné hodi-
ny p¥i teplotd 1230° C,naleZ se provede slitinovy spoj kFemikové
desgky s molybdenovou dilatadni elektrodou pomoci folie ze sliti-
ny hlinfk-k¥emik tloustky 60um ve vakuu p¥i teploté 770°C,



PYedmét+t vynidlezu
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Zpisob vyroby vykonovych velkoplosnych polovodidovych
struktur, vyznaceny tim , Ze do k¥emikové dea=
ky se nadifunduje fosfor p¥i teploté 1230°'aé 1250° ¢ po do=
bu 0,5 aZ 2 hod,, naceZ se v nékteré z dalsich operaci prove=
de slitinovy spoj struktury s molybdenovou nebo wolframovou
dilataéni elektrodou pomoci hlinikové £olie nebo folie ze slie
tiny hlinfk-k¥emfk tloudfky 40 a% 90 am p#i teplotd 650 af
850°% ¢ ve vakuu nebo ochranné atmosfé¥e,

Vytiskly Moravské tiskafské zdvody, - Cena: 2,40 K&
provoz 12, ti.Lidovych milic{ 3, Olomouc ’ °
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